Rivelatori e Apparati

Slides_4 — Microstrisce di silicio
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Parametri geometrici microstrisce

* || rapporto w/p modifica le
caratteristiche classiche della
giunzione pn nella forma a strip:

« Aumenta la tensione di svuotamento
completo

* Diminuisce la capacita’ di diodo
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BIAS con polisilicio
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Isolamento strip n+ in n: p-stop o “MOS”

.aj strip bias
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Segmentazione del secondo lato — caso N* in bulk N

oxide charge

accumulazione: a causa della presenza di buche a)
nell’ossido, gli elettroni si accumulano

all’interfaccia bulk-ossido (invece di essere raccolti
dalle strisce N*) mettendo in corto le strip.

Soluzioni: b)

b) Impianto di compensazione (strato p) sotto
I'ossido in modo da rimuovere gli elettroni.

Difficile applicazione:
* basse concentrazioni mettono in corto facilmente N+ c)
e alte concentrazioni creano grandi campi e correnti

c) Strisce bloccanti p-stops tra gli impianti N* cosi’
da interrompere lo strato di accumulazione

d) Una struttura a potenziale variabile connessa
all’ossido in modo da controllare I'isolamento

Lol teletalatetetels Celeleteteletetelsly Cotitelateletetetsto el e

y———
depletion or inversion /

ooooooooo

Caso bulk P: inversione invece di accumulazione
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Misure su lato segmentato

a)

Solo un impianto N* collegato all’'alimentazione e in lettura:

2 I,[pAl
i
o

a) Corrente di bias in funzione della tensione di bias

Lraamd

I_"_Ii"*_,f ~hnA ] b) Capacita’ verso il lato opposto in funzione della tensione di bias
1#1] ‘ Hlﬂ | 11}0 ' 1£ﬂ j lirﬂ ‘-I-’h["."]
'improvvisa caduta nella misura di capacita’ indica l'isolamento tra
b 1 le strip successive, con un condensatore di grande area (1cm?) che si
=t strip becomes : : . Al A
! Al trasforma in diodi successivi di piccola area (lunghezza x larghezza
10 F neighbours strip). La tensione per la quale decresce la capacita’ e’ la tensione di
] svuotamento
1 . I S il pal I I
10 100 Vy V]
l:_:l L I L . J T T T |
=L
St 0.1V ] c) Corrente che fluisce tra due strip vicine. La variazione di
00F 1 @ | ] resistenza interstrip conferma l'isolamento avvenuto
g [ AV, \ ]
1\ =— L3
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Microstrisce a doppia faccia (angolo retto)

N * KA

23/11/2021 giacomo.contin@ts.infn.it - RAFNeS_4 Microstrisce 9



ALICE Silicon Strip Detector

Small stereo angle
to minimize the

ambiguities in presence

of high multiplicity

SENSOR: double-sided silicon microstrip,
* 768 strips per side, 96 um pitch,

* small stereo angle (35mrad)

* 300 wm thick

e integrated AC decoupling

75 mm

=

766767768 Strip number

n-side

42 mm

i Strip number

766767768  P-side
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Interconnessioni sensore-eletronica

* single-point TAB-technology:

v" no intermediate pitch-adapters
(lower mass and radiation length)

R SHP] v’ “simple” to assemble & reliable
Des1gned to minimize matenal budget (despite double sided sensors)
(important for low momentum particles)
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Schematizzazione e misura dei contributi al rumore nel front-end chip SSD

PREAMPLIFICATORE
SENSORE cEstSTENZA DI E SHAPER 1) capacita’ di carico e Y —
BIAS RES. in SERIE parassita (n. misurato) Clis prime vicine ~ 3 pkF
W “na C*z'.s seconde vicine ~ 0.5 PF
| i Rs s O o ! .y P
Rf'? _ . ENC‘= 211 o *B E.pr “bek ~ 1.32 P
9% 69 2 Inb na Clot ~ 8 pF
'nd > ENC ~ 391 e Cac ~ 300 pF
o R 35
2) Resistenze parallele (bias 100MQ e di feedback 10MQ)
- 915
Y 5 — T + Hpar — — JUg €
ENCR,,, ~ 4 IR o Rpar Ry, T Ry \/Rpm' MQ)]
3) Rumore termico da R in serie (50 Q) 4) Shot noise da corrente di leakage (1 nA)

r- / Ncakts
ENC ser —— ~ 4] e EN '(_.-"Eea_k = — 47 _;L h ~ 129 . \/ [Eeak ll’il ~ 129 e~
q

3) Rumore totale: ENCip = \/E\ ("mp + EA’TC‘EW + ENC3 . T EN CE.. =514 e
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Campo di deriva in silicon strip detector parzialmente svuotato (simulazione)
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